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(57) Abstract: The invention relates to a sensor comprising a first metallization plane located on s ^ 
6) that is structured by contact holes (7) and is applied to said substrate and a sensitive ceramic layer « J^J^ 
echnology on the passivation layer and in the contact holes (7). The aim of the invention ,s to .mprpve the * tesion ^ 

l^^riie. this, the se'nsor is provided with an adhesion promoter layer (8) that » configured as a second metalhzanon 

plane and is located between the passivation layer (6) and the ceramic layer (9). ■ 

iTu- cpncnr m\t ^iner auf einem Substrat (1) angeordneten ersten Metallisierungsebene, einer 

(57) Zusammenrassung: Um bei einem Sensor mit emer aui einem ouumiui V w e i<rnntaVtlfi- 

vorgeschlaoen, dass eine Haftvermittlerschicht (8) vorgesehen ist, die als zwe.te Metallisierungsebene ausgebildet ,st und d.e zw, 
schen der Passivierungsschicht (6) und der Keramikschicht (9) angeordnet ist. 
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